Komunikat prasowy

Nowa technologia pamieci flash 3D opracowana przez firmy KIOXIA i
SanDisk zapewnia najwyzszg w branzy gestos¢ bitowg w ukladach NAND
QLC

10. generacja pamieci flash QLC 3D stanowi znaczgcy przetom w architekturze pamieci
masoweyj dla Al, platform chmurowych oraz innowacji opartych na intensywnym
przetwarzaniu danych

Diisseldorf, Niemcy, 12 sierpnia 2026 r. — KIOXIA Europe GmbH, ogtosita, ze KIOXIA
Corporation, spétka zalezna KIOXIA Holdings Corporation (TOKYO: 285A) oraz

Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) zaprezentowaty nowej generacji technologie pamieci flash
3D typu Quad-Level-Cell (QLC), ktéra zapewnia wzrost gestosci bitowej nawet 0 60% w poréwnaniu
z technologig 8. generaciji, przekraczajgc 37 Gb/mm? i wyznaczajgc branzowy standard!" w zakresie
gestosci bitowej, wydajnosci i efektywnosci energetyczne;.

Wykorzystujgc rewolucyjng technologie CMOS directly Bonded to Array (CBA)?, w ramach ktorej
uktad logiczny CMOS i macierz pamieci sg wytwarzane na oddzielnych ptytkach, a nastepnie
taczone przy uzyciu precyzyjnego wyréwnywania ptytek, nowa generacja zwigkszaprzepustowos$¢
odczytu i zapisu w porownaniu z pamiecig flash 3D 8. generacji i staje sie pierwszg w

branzy technologig pamieci flash 3D typu QLC, ktéra osigga predkosc 4,8 Gb/s 1,

Dodatkowe usprawnienia interfejsu zwiekszajg energooszczednosé transferu danych
wejscia/wyjscia (I/O). Te znaczace usprawnienia w zakresie efektywnosci energetyczne;j
bezposrednio odpowiadajg na wyzwania zwigzane z poborem mocy i chtodzeniem we wspotczesnej

infrastrukturze Al oraz chmurowe;.

— Wraz z coraz szerszg integracjg Al ze spoteczenstwem jej zastosowania wykraczajg poza
generatywng Al i obejmujg systemy agentowe oraz fizyczne, co stwarza nowe wymagania
dotyczgce sposobu przechowywania i zarzgdzania danymi — méwi Axel Stérmann, wiceprezes i
dyrektor ds. technologii w KIOXIA Europe GmbH.


http://www.kioxia.com/

— Pamie¢ flash 3D typu QLC 10. generacji firmy KIOXIA odegra wazng role w obstudze
dynamicznego wzrostu ilosci danych, umozliwiajgc wiekszg efektywnos¢ pamieci masowej, wyzsza
pojemnos¢ oraz skalowalnos¢ infrastruktury Al przysztej generaciji.

Trening Al, wnioskowanie oraz obcigzenia charakterystyczne dla hiperskalowych centréw danych
powodujg niespotykany dotgd wzrost generowania danych. W rezultacie branza pamieci masowych
stoi przed coraz wiekszym wyzwaniem dostarczania rozwigzan o wiekszej pojemnosci, wyzszej
wydajnosci i zwiekszonej efektywnosci energetycznej — mowi Alper likbahar, dyrektor ds. technologii
w Sandisk. Nasza pamiec¢ flash 3D typu QLC 10. generacji na nowo definiuje mozliwo$ci technologii
NAND QLC, zapewniajgc jednoczesnie wiekszg gestos¢, wyzszg przepustowosé i lepsza
efektywnos$¢ energetyczng. Rozwigzanie to wyznacza nowy kierunek dla wysokopojemnosciowych
pamieci flash i stanowi skalowalng podstawe dla aplikaciji infrastruktury nowej generacji — dodaje.

Oto najwazniejsze cechy technologii pamieci flash 3D QLC 10. generac;ji:

* architektura 332-warstwowa oraz zoptymalizowana konstrukcja uktadu zapewniajg do 60%
wzrost gestosci bitowej, osiggajgc wartos¢ ponad 37 Gb/mm? w poréwnaniu z 8.
generacja;

* interfejs NAND o przepustowosci 4,8 Gb/s®! oparty na technologii Toggle DDR6.0 i
protokole Separate Command Address (SCA), pozwala w petni wykorzystac¢ potencjat
szybkiego interfejsu;

* architektura CMOS directly Bonded to Array (CBA) poprawia skalowalnos¢ gestosci,
wydajnos¢ i efektywnosc¢ produkcii;

* technologia Power-Isolated Low-Tapped Termination (PI-LTT) poprawia efektywnos¢
energetyczng transferu danych wejscia/wyjscia (1/0).
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Uwagi:

1. Stan na 4 sierpnia 2026 r., na podstawie badania ankietowego firm KIOXIA i Sandisk.

2. Technologia, w ktérej kazda ptytka CMOS i ptytka z matrycg komoérek sg produkowane oddzielnie w
zoptymalizowanym stanie, a nastepnie fgczone ze sobg.

3. 1 Gb/s oznacza 1 000 000 000 bitéw na sekunde. Wartos$¢ ta jest uzyskiwana w okreslonym srodowisku testowym i

moze sie rozni¢ w zaleznosci od warunkow uzytkowania.

Nazwy firm, produktow oraz ustug moga stanowi¢ znaki towarowe podmiotow trzecich.



Informacje o KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH jest europejskg spotkg zalezng KIOXIA Corporation, wiodgcego na Swiecie dostawcy pamieci flash
i dyskow statych (SSD). Od czasu wynalezienia pamieci flash NAND po dzisiejsze cieszace sie uznaniem technologie
pamieci flash 3D BiCS FLASH™, KIOXIA nadal jest pionierem innowacyjnych rozwigzan i ustug w zakresie pamieci, ktore
wzbogacajg zycie ludzi i poszerzajg horyzonty spoteczenstwa. Innowacyjna technologia pamieci flash 3D BiCS FLASH™
tej firmy ksztaltuje przysztos¢ pamieci masowej w zastosowaniach wymagajgcych duzej gestosci zapisu, w tym w
zaawansowanych smartfonach, komputerach osobistych, systemach motoryzacyjnych, centrach danych oraz systemach
generatywnej sztucznej inteligencii.
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